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特長 
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3 MHz の固定周波数動作 
代表的な静止電流：18 μA 
最大負荷電流：600 mA 
入力電圧：2.3～5.5 V 
小型の多層インダクタとコンデンサを使用 
高速の負荷応答／ライン過渡応答を実現する電流モード・アーキテ
クチャ 
100%デューティサイクルの低ドロップアウト・モード  
内部同期整流器 
内部位相補償 
内部ソフトスタート 
電流過負荷保護 
熱シャットダウン保護 
シャットダウン電源電流：0.2 μA 
パッケージ： 

5 ピン WLCSP 
5 ピン TSOT 

アプリケーション 
PDA、パームトップ・コンピュータ 
ワイヤレス・ハンドセット 
デジタル・オーディオ、ポータブル・メディア・プレーヤ 
デジタル・カメラ、GPS ナビゲーション機器 

概要 
ADP2108 は高効率、低静止電流のステップダウン DC/DC コン

バータで、2 種類のパッケージがあります。ソリューション全体

で、3 個の小さな外付け部品しか必要としません。アナログ・デ

バイス独自の高速電流モードによる一定周波数の PWM 制御方

式は、優れた安定性と過渡応答を実現します。ポータブル・アプ

リケーションのバッテリ寿命を最長にするために、軽負荷時にス

イッチング周波数を低減するパワーセーブモードを備えていま

す。 

ADP2108 は 2.3～5.5V の入力電圧で動作します。単一セルのリチ

ウムまたはリチウムポリマー、複数セルのアルカリまたは NiMH、

PCMCIA、USB などの標準電源が使用できます。入力電圧範囲全

体で 600mA の最大負荷電流が可能です。 

ADP2108 には、3.3 V、3.0 V、2.5 V、2.3 V、1.82 V、1.8 V、1.5 V、

1.3 V、1.2 V、1.1 V、1.0V の固定出力があります。どのバージョ

ンも内部パワー・スイッチと同期整流器を集積しているため、外

付け部品の数を最小にして高い変換効率を達成できます。

ADP2108 はソフトスタート、および位相補償を内蔵しています。

ロジック制御のシャットダウン中は、入力が出力から切り離され

て、入力源電流は 1 μA を下回ります。 

その他の重要な特長としては、バッテリの完全放電を防止するた

めの低電圧ロックアウト機能、スタートアップ時の入力電流オー

バーシュートを防止するためのソフトスタート機能があります。

ADP2108 には、5 ピンの WLCSP と 5 ピンの TSOT パッケージが

あります。ADP2109はADP2108と同じ機能や動作に加え、WLCSP
パッケージにて放電スイッチ機能を提供します。 

 

代表的なアプリケーション回路 
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図 1. 
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仕様 
特に指定のない限り、VIN = 3.6 V、VOUT = 1.8 V、仕様の最小値／最大値についてはTJ = −40～+125°C、仕様の代表値についてはTA = 25°C 1。 

表 1. 

Parameter Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit 

INPUT CHARACTERISTICS      

Input Voltage Range  2.3  5.5 V 

Undervoltage Lockout Threshold VIN rising   2.3 V 

 VIN falling 2.05 2.15 2.25 V 

OUTPUT CHARACTERISTICS      

Output Voltage Accuracy PWM mode −2  +2 % 

 VIN = 2.3 V to 5.5 V, PWM mode −2.5  +2.5 % 

POWER SAVE MODE TO PWM CURRENT THRESHOLD   85  mA 

PWM TO POWER SAVE MODE CURRENT THRESHOLD   80  mA 

INPUT CURRENT CHARACTERISTICS      

DC Operating Current ILOAD = 0 mA, device not switching  18 30 µA 

Shutdown Current EN = 0 V, TA = TJ = −40°C to +85°C  0.2 1.0 µA 

SW CHARACTERISTICS      

SW On Resistance (WLCSP) PFET  320  mΩ 

 NFET  300  mΩ 

SW On Resistance (TSOT) PFET  380  mΩ 

 NFET  260  mΩ 

Current Limit PFET switch peak current limit 1100 1300 1500 mA 

ENABLE CHARACTERISTICS      

EN Input High Threshold  1.2   V 

EN Input Low Threshold    0.4 V 

EN Input Leakage Current EN = 0 V, 3.6 V −1 0 +1 µA 

OSCILLATOR FREQUENCY ILOAD = 200 mA 2.5 3.0 3.5 MHz 

START-UP TIME    550 µs 

THERMAL CHARACTERISTICS      

Thermal Shutdown Threshold   150  °C 
Thermal Shutdown Hysteresis   20  °C 

 
1 極限温度での限界値はすべて、標準の統計的品質管理（SQC）による相関性で保証されています。 
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絶対最大定格 
表 2. 

Parameter Rating 
VIN, EN −0.4 V to +6.5 V 
FB, SW to GND −1.0 V to (VIN + 0.2 V) 
Operating Ambient Temperature Range −40°C to +85°C 
Operating Junction Temperature Range −40°C to +125°C 
Storage Temperature Range  −65°C to +150°C 
Lead Temperature Range −65°C to +150°C 

Soldering (10 sec) 300°C 
Vapor Phase (60 sec) 215°C 
Infrared (15 sec) 220°C 

ESD Human Body Model ±1500 V 
ESD Charged Device Model ±500 V 
ESD Machine Model ±100 V 

中程度の消費電力で、PCB の熱抵抗が低いアプリケーションで

は、ジャンクション温度が規定値内にある限り、最大周囲温度は

この最大値を超えても問題はありません。デバイスのジャンク

ション温度（TJ）は、周囲温度（TA）、デバイスの消費電力（PD）、

パッケージのジャンクション／周囲間の熱抵抗（θJA）に依存し

ます。最大ジャンクション温度（TJ）は、次式を使って周囲温度

（TA）と消費電力（Pd）から計算します。 

TJ = TA + (PD × θJA) 

熱抵抗 
θJAは、デバイスを JEDEC 2S2P PCB に実装した状態で規定して

います。 

表 3. 熱抵抗 

Package Type θJA Unit 
5-Ball WLCSP 105 °C/W 
5-Lead TSOT 119 °C/W 上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに恒

久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格の

みを指定するものであり、この仕様の動作セクションに記載する

規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバ

イスを長時間絶対最大定格状態に置くと、デバイスの信頼性に影

響を与えることがあります。 

 

ESDに関する注意 
ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されな

いまま放電することがあります。本製品は当社独自

の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいます

が、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場

合、損傷を生じる可能性があります。したがって、

性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する

適切な予防措置を講じることをお勧めします。 

絶対最大定格はこれらの値の組み合わせではなく個別に適用さ

れます。特に指定のない限り、ほかの電圧はすべて GND を基準

にしています。 

ADP2108 は、ジャンクション温度の制限値を超えると損傷する

可能性があります。周囲温度を監視しても、TJが規定温度範囲内

にあることを保証できません。消費電力が大きく、熱抵抗が小さ

いアプリケーションでは、最大周囲温度の定格を下げる必要があ

る場合があります。 
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ピン配置と機能の説明 
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図 2. WLCSP のピン配置 

 

表 4. WLCSP のピン機能の説明 

ピン番号 記号 説明 
A1 VIN 電源入力。VIN は PFET ハイサイド・スイッチのソースと接続しています。2.2 μF 以上のコンデンサを ADP2108 ので

きるだけ近くに配置して、VIN を GND にバイパスしてください。 
A2 GND グラウンド。すべての入出力コンデンサを GND に接続します。 
B SW スイッチ・ノード出力。SW は PFET スイッチと NFET 同期整流器のドレインと接続しています。 
C1 EN イネーブル入力。ENをハイレベルに駆動して ADP2108をオンにします。ENをローレベルに駆動して ADP2108をオフ

にし、入力電流を 0.2 μAまで下げます。 
C2 FB 誤差アンプのフィードバック入力。スイッチング・レギュレータの出力に FB を接続してください。 
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図 3. TSOT のピン配置 

 

表 5. TSOT のピン機能の説明 

ピン番号 記号 説明 
1 VIN 電源入力。VIN は PFET ハイサイド・スイッチのソースと接続しています。2.2 μF 以上のコンデンサを ADP2108 の

できるだけ近くに配置して、VIN を GND にバイパスしてください。 
2 GND グラウンド。すべての入出力コンデンサを GND に接続します。 
3 EN イネーブル入力。ENをハイレベルに駆動して ADP2108をオンにします。ENをローレベルに駆動して ADP2108をオ

フにし、入力電流を 0.1 µAまで下げます。 
4 FB 誤差アンプのフィードバック入力。スイッチング・レギュレータの出力に FB を接続してください。 
5 SW スイッチ・ノード出力。SW は PFET スイッチと NFET 同期整流器のドレインと接続しています。 
 



  ADP2108 
 

Rev. D  － 6/17 － 

代表的な性能特性 
特に指定のない限り、VIN = 3.6 V、TA = 25°C、VEN = VIN。 
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図 4.  入力電圧 対 静止電源電流 
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図 5. 入力電圧 対 スイッチング周波数 
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図 6. 出力電圧の温度特性 
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図 7.  入力電圧 対 PMOS 電流制限値 
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図 8. 温度変化に伴うモード遷移 
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図 9. モード遷移 
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図 10. ロードレギュレーション（VOUT = 1.8 V） 
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図 11. ロードレギュレーション（VOUT = 1.0 V） 
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図 12. ロードレギュレーション（VOUT = 3.3 V） 
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図 13. 変換効率（VOUT = 1.8 V） 
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図 14. 変換効率（VOUT = 1.0 V） 
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図 15. 変換効率（VOUT = 3.3 V） 
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図 16. ライン過渡応答（VOUT = 1.8 V、パワーセーブモード、20 mA）
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図 17. ライン過渡応答（VOUT = 1.8 V、PWM、200 mA） 
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図 18. ライン過渡応答（VOUT = 1.0 V、PWM、200 mA） 
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図 19. ライン過渡応答（VOUT = 3.3 V、PWM、200 mA） 
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図 20. 負荷過渡応答（VOUT = 1.8 V、300～600 mA） 
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図 21. 負荷過渡応答（VOUT = 1.8 V、50～300 mA） 
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図 22. 負荷過渡応答（VOUT = 1.8 V、5～50 mA） 
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図 23. スタートアップ（VOUT = 1.8 V、400 mA） 
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図 24. スタートアップ（VOUT = 1.8 V、5 mA） 
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図 25. スタートアップ（VOUT = 1.0 V、600 mA） 
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図 26. スタートアップ（VOUT = 3.3 V、150 mA） 
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図 27. 代表的なパワーセーブモード波形（50 mA） 
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図 28. 代表的な PWM 波形（200 mA） 
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図 29. 機能ブロック図 

ADP2108 は、固定周波数の高速電流モード・アーキテクチャを

使用するステップダウン DC/DC コンバータです。高スイッチン

グ周波数により、小型のステップダウン DC/DC コンバータ・ソ

リューションを実現します。 

パワーセーブモード 
ADP2108 は、負荷電流がパワーセーブモードの電流閾値を下回

ると、速やかにパワーセーブ動作モードに移行します。パワー

セーブモードでは、PWM レギュレーションのレベルにオフセッ

トが加えられ、出力電圧が上昇します。出力電圧が PWM レギュ

レーションのレベルを約 1.5%上回ると、PWM 動作はオフになり

ます。この時点で、両方のパワー・スイッチがオフとなり、

ADP2108 がアイドル・モードになります。COUTは VOUTが PWM
レギュレーションの電圧レベルに下がるまで放電を続けます。そ

のレベルに達すると、デバイスがインダクタを駆動して VOUTを

閾値の上限値にまで戻します。このプロセスは、負荷電流がパ

ワーセーブモードの電流閾値を下回っている限り繰り返されま

す。 

ADP2108 は 2.3～5.5 V の入力電圧で動作し、出力電圧を 1.0 V に

安定化します。 

制御方式 
ADP2108 は中～重の負荷電流時に高効率で動作する固定周波数

の電流モード PWM 制御方式のアーキテクチャを採用していま

すが、低負荷時にはパワーセーブモード制御方式によってレギュ

レーションの電力損失を低減します。固定周波数 PWM モードで

動作するときは、内蔵スイッチのデューティサイクルを調整して、

出力電圧を安定化します。軽負荷時のパワーセーブモードで動作

するときは、出力電圧をヒステリシス方式で制御するため、VOUT

リップルが大きくなります。コンバータがこの期間中にスイッチ

ングを停止してアイドル・モードに入ることによって、変換効率

を改善できます。 

パワーセーブモードの電流閾値 
パワーセーブモードの電流閾値は 80 mA に設定されています。

ADP2108 は、VIN と VOUT のレベルに関わらず、この電流を正確

に制御できる方法を採用しています。これによって、パワーセー

ブモードに入るときと終了するときのパワーセーブモード電流

閾値間のヒステリシスもごく僅かです。パワーセーブモードの電

流閾値は、あらゆる負荷電流において優れた効率性を発揮するよ

うに最適化されています。 

PWMモード 
PWM モードの場合、ADP2108 は内部発振器で設定された 3 MHz
の固定周波数で動作します。各発振器サイクルの開始時に、PFET
スイッチがオンになり、インダクタに正電圧が印加されます。イ

ンダクタ内の電流は、電流検出信号がピーク・インダクタ電流の

閾値に達するまで増加します。この電流レベルで、PFET スイッ

チがオフになり、NFET同期整流器がオンになります。この動作

によりインダクタに負電圧が印加され、インダクタの電流が減少

します。同期整流器は、残りのサイクルの間はオン状態を維持し

ます。ADP2108 は、ピーク・インダクタ電流の閾値を調整する

ことで、出力電圧を安定化します。 

イネーブル／シャットダウン 
ADP2108 は、EN ピンがロジック・ローからロジック・ハイに切

り替わると、ソフトスタートの動作を開始します。EN ピンをロー

レベルにすると、デバイスはシャットダウン・モードになり、

シャットダウン電流は 1 μA を下回ります。 
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短絡保護 
ADP2108 は、ハード短絡で出力電流が暴走するのを防ぐ周波数

フォールドバック機能を備えています。FB ピンの電圧が目標出

力電圧の 1/2 を下回り、出力にハード短絡が生じる可能性がある

と、スイッチング周波数が内部発振器周波数の 1/2 まで低下しま

す。スイッチング周波数が低下するとインダクタの放電時間が長

くなるため、出力電流の暴走を防止できます。 

低電圧ロックアウト 
ADP2108は、バッテリの放電を防ぐために低電圧ロックアウト回

路（UVLO）を内蔵しています。入力電圧が2.15 VのUVLO閾値

を下回ると、ADP2108はシャットダウンし、パワー・スイッチと

同期整流器の両方がオフになります。電圧が再び上昇してUVLO
閾値を超えると、ソフトスタート時間が始まり、デバイスがイ

ネーブルになります。 

過熱保護 
ADP2108 のジャンクション温度が 150°C を超えると、サーマル・

シャットダウン回路によってコンバータがオフになります。ジャ

ンクション温度が極端に高くなる原因には、大電流動作、回路基

板の設計不良、あるいは高い周囲温度などがあります。20°C の

ヒステリシスがあるため、サーマル・シャットダウンが発生する

と、オンチップ温度が 130°C 未満に低下するまで ADP2108 の動

作は復帰しません。サーマル・シャットダウン状態が解消すると、

ソフトスタートが開始します。 

ソフトスタート 
ADP2108 は、スタートアップ時に出力電圧の増加を一定に制御

することによって突入電流を防止するソフトスタート機能を内

蔵しています。バッテリまたは高インピーダンス電源をコンバー

タの入力に接続しているときは、この機能によって入力の電圧降

下を防止できます。 

EN ピンがハイレベルに駆動されると、内部回路がパワーアップ

を開始します。EN ピンがハイレベルに駆動されてからセトリン

グするまでの時間はパワーアップ時間と呼ばれます。内部回路が

パワーアップすると、ソフトスタート制御を開始し、出力コンデ

ンサが直線的に充電され、出力電圧を安定化します。出力電圧の

ランプ処理に要する時間はソフトスタート時間と呼ばれます。 

ADP2108 のスタートアップ時間は、EN ピンがハイレベルに駆動

されてから出力が安定化するまでの時間に相当します。スタート

アップ時間はパワーアップ時間とソフトスタート時間を合わせ

た値です。 

電流制限 
ADP2108 には、PFET スイッチと同期整流器を流れる正の電流量

を制限するための保護回路があります。パワー・スイッチの正電

流の制御によって、入力から出力に流れる電流の量が制限されま

す。負電流の制御では、インダクタ電流が反転して負荷から流れ

ることを防止します。 

100%デューティ動作 
VIN電圧が降下するか ILOAD電流が増大すると、ADP2108は、PFET
スイッチがデューティ時間の 100%オンになっていても VOUT が

所望の出力電圧を下回る限界に達します。この限界で、ADP2108
は PFET スイッチがデューティ時間の 100%オン状態を維持する

モードに速やかに移行します。入力状態が再度変化して必要な

デューティサイクルが低下すると、ただちに PWM レギュレー

ションを再開し、VOUTのオーバーシュートを防ぎます。 
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アプリケーション情報 
外付け部品の選択 温度、部品の許容誤差、電圧によるコンデンサの変動を考慮して、

最悪時の容量を求めるときは、次式を使用します。 
図 1に示すように、アプリケーション回路に使用する外付け部品

を選ぶことによって、効率や過渡応答などの性能パラメータ間の

トレードオフを図ることができます。 

インダクタ 
ADP2108 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタ

を使用できます。最適な性能を得るには、インダクタ値を 0.7～3 
μHにする必要があります。表 6に、推奨のインダクタ値を示しま

す。 

ピーク to ピーク・インダクタ・リンプル電流は、次式を使って

計算します。 

LfV
VVV

I
SWIN

OUTINOUT
RIPPLE ××

−×
=

)(  

ここで、 
fSW はスイッチング周波数です。 
L はインダクタ値です。 

インダクタの定格最小 DC 電流値はそのピーク電流より大きい値に

する必要があります。インダクタのピーク電流は、次式を使って計

算します。 

2)(
RIPPLE

MAXLOADPEAK
III +=  

インダクタの導通損失は、インダクタを流れる電流に起因します

が、これには関連する内部 DCR があります。インダクタのサイ

ズが大きければ DCR が小さくなり、インダクタの導通損失が小

さくなります。インダクタのコア損失は、コアの材料の透磁率に

関係しています。ADP2108 は高スイッチング周波数の DC/DC コ

ンバータであるため、コア損失と EMI が低いシールド・フェラ

イトのコア材の使用を推奨します。 

表 6. 推奨の 1.0 μH インダクタ 

Vendor Model Dimensions 
ISAT 
(mA) 

DCR 
(mΩ) 

Murata LQM21PN1R0M 2.0 × 1.25 × 0.5 800 190 
Murata LQM31PN1R0M 3.2 × 1.6 × 0.85 1200 120 
Murata LQM2HPN1R0M 2.5 × 2.0 × 1.1 1500 90 
Coilcraft LPS3010-102 3.0 × 3.0 × 0.9 1700 85 
Toko MDT2520-CN 2.5 × 2.0 × 1.2 1800 100 
TDK CPL2512T 2.5 × 1.5 × 1.2 1500 100 

CEFF = COUT × (1 − TEMPCO) × (1 − TOL) 

ここで、 
CEFF は動作電圧時の実効容量です。 
TEMPCO は最悪時のコンデンサ温度係数です。 
TOL は最悪時の部品の許容誤差です。 

この例では、−40～+85°Cでの最悪時の温度係数（TEMPCO）を

X5R誘電体で 15%とします。コンデンサの許容誤差（TOL）は

10%、図 30のグラフから、COUTは 1.8 Vで 9.2481 μFとします。 

これらの値を式に代入すると、以下のようになります。 

CEFF = 9.2481 μF × (1 − 0.15) × (1 − 0.1) = 7.0747 μF 

ADP2108 の性能を保証するには、コンデンサの動作に対する DC
バイアス、温度、許容誤差の影響を各アプリケーションについて

評価することが不可欠です。 
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図 30. 代表的なコンデンサ性能 

選択した出力コンデンサおよびインダクタの値でピーク to ピー

ク出力電圧リップルを計算するには、次式を使用します。 

( ) OUTSW

IN
RIPPLE CLf

V
V

××××
=

22π OUTSW

RIPPLE

Cf
I

××
=

8
 

次式に示すように、出力電圧リップルを低くするには、等価直列

抵抗（ESR）の値が低いコンデンサを使用すると良いでしょう。 

RIPPLE

RIPPLE
COUT I

VESR ≤  出力コンデンサ 
出力容量値が大きいと出力電圧リップルが小さくなり、負荷過渡

応答が向上します。この値を選択するときは、出力電圧 DC バイ

アスに起因する容量損失を考慮することも重要です。 

セラミック・コンデンサは、さまざまな誘電体で製造されており、

温度範囲や印加電圧に対する特性がそれぞれ異なります。求めら

れる温度範囲と DC バイアス条件で最小容量を確保できる十分

な誘電体が必要になります。最適な性能を得るために、電圧定格

値が 6.3 Vまたは 10 VのX5RまたはX7Rの誘電体を推奨します。

Y5V と Z5U の誘電体は、温度特性や DC バイアス特性が劣るた

め、DC/DC コンバータには適していません。 
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温度や DC バイアスの影響を含め、安定性に必要な実効容量は 7 
µF です。 

チップのジャンクション温度は、以下の式に示すように、環境の

周囲温度の値と消費電力に起因するパッケージの温度上昇値の

和になります。 
表 7. 推奨の 10 μF コンデンサ 

Vendor Type Model 
Case 
Size 

Voltage 
Rating (V) 

Murata X5R GRM188R60J106 0603 6.3 
Taiyo Yuden X5R JMK107BJ106 0603 6.3 
TDK X5R C1608JB0J106K 0603 6.3 

入力コンデンサ 
入力コンデンサの値が大きいと入力電圧リップルが小さくなり、

過渡応答が向上します。入力コンデンサの最大電流は次式を使っ

て計算します。 

IN

OUTINOUT
MAXLOADCIN V

VVV
II

)(
)(

−
≥  

電源ノイズを最小限に抑えるには、入力コンデンサをADP2108
のVINピンのできるだけ近くに配置する必要があります。出力コ

ンデンサの場合と同様、ESRが低いコンデンサの使用を推奨しま

す。表 8に推奨コンデンサの一覧を示します。 

表 8. 推奨の 4.7 μF コンデンサ 

Vendor Type Model 
Case 
Size 

Voltage 
Rating (V) 

Murata X5R GRM188R60J475 0603 6.3 
Taiyo Yuden X5R JMK107BJ475 0603 6.3 
TDK X5R C1608X5R0J475 0603 6.3 

TJ = TA + TR 

ここで、 
TJ はジャンクション温度です。 
TAは周囲温度です。 
TRは消費電力に起因するパッケージの温度の上昇です。 

パッケージの温度上昇は、パッケージの消費電力に正比例します。

この関係式の比例定数は、次式に示すように、チップのジャンク

ション温度から周囲温度までの熱抵抗です。 

TR = θJA × PD 

ここで、 
TRはパッケージの温度の上昇です。 
θJAは チップのジャンクションからパッケージの周囲温度までの

熱抵抗です。 
PDはパッケージの消費電力です。 

PCボードのレイアウトのガイドライン 
レイアウトが悪いと、ADP2108 の性能に影響があり、電磁波障

害（EMI）や電磁両立性（EMC）の問題、グラウンド・バウンス、

電圧損失などを引き起こします。また、レギュレーションや安定

性に影響する場合もあります。以下のルールを守って、正しいレ

イアウトを行ってください。 

• 短いパターンを使用し、インダクタ、入力コンデンサ、出

力コンデンサを IC の近くに配置します。これらの部品は高

スイッチング周波数を伝送し、太いパターンはアンテナと

して機能します。 
熱に対する考慮事項 
ADP2108 は変換効率が高いため、パッケージ内部の消費電力は

ごくわずかであり、熱による制限は小さくなります。 
• 出力電圧経路をインダクタや SW ノードから一定の距離を

置いてルーティングし、ノイズと電磁干渉を最小限に抑え

ます。 ただし、高デューティサイクル、低電源電圧、高周囲温度で負荷

が最大になるアプリケーションでは、パッケージ内の発熱量が大

きくなり、チップのジャンクション温度が最大ジャンクション温

度の 125°C を超えることがあります。ジャンクション温度が

150°C を上回ると、コンバータはサーマル・シャットダウン状態

になり、ジャンクション温度が 130°C を下回ると動作を回復しま

す。 

• 部品側のグラウンド・メタルのサイズを最大限大きくして、

放熱性を高めます。 
• 影響を受けやすい回路ノードに対するノイズの干渉を低減

するために、グラウンド・プレーンに複数のビアを設けて部

品側のグラウンドと接続させます。 
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図 31. 評価用ボードの回路図 
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図 32. 推奨の WLCSP 上面層  
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図 33. 推奨の WLCSP 底面層 
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図 34. 推奨の TSOT 上面層 
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図 35. 推奨の TSOT 底面層 
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外形寸法 
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図 36. 5 ピン・ウエハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ［WLCSP］ 
（CB-5-3） 

寸法単位：mm 
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図 37. 5 ピン薄型スモール・アウトライン・トランジスタ・パッケージ［TSOT］ 
（UJ-5） 

寸法単位：mm 
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オーダー・ガイド 

Model1 Temperature Range 
Output 
Voltage (V) Package Description 

Package 
Option Branding 

ADP2108ACBZ-1.0-R7 −40°C to +85°C 1.0 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LA6 
ADP2108ACBZ-1.1-R7 −40°C to +85°C 1.1 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LA7 
ADP2108ACBZ-1.2-R7 −40°C to +85°C 1.2 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LA8 
ADP2108ACBZ-1.3-R7 −40°C to +85°C 1.3 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LA9 
ADP2108ACBZ-1.5-R7 −40°C to +85°C 1.5 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LAA 
ADP2108ACBZ-1.8-R7 −40°C to +85°C 1.8 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LAD 
ADP2108ACBZ-1.82-R7 −40°C to +85°C 1.82 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LAE 
ADP2108ACBZ-2.3-R7 −40°C to +85°C 2.3 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LAF 
ADP2108ACBZ-2.5-R7 −40°C to +85°C 2.5 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LAG 
ADP2108ACBZ-3.0-R7 −40°C to +85°C 3.0 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LD9 
ADP2108ACBZ-3.3-R7 −40°C to +85°C 3.3 5-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] CB-5-3 LAH 
ADP2108AUJZ-1.0-R7 −40°C to +85°C 1.0 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LA6 
ADP2108AUJZ-1.1-R7 −40°C to +85°C 1.1 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LA7 
ADP2108AUJZ-1.2-R7 −40°C to +85°C 1.2 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LA8 
ADP2108AUJZ-1.3-R7 −40°C to +85°C 1.3 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LA9 
ADP2108AUJZ-1.5-R7 −40°C to +85°C 1.5 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LAA 
ADP2108AUJZ-1.8-R7 −40°C to +85°C 1.8 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LAD 
ADP2108AUJZ-1.82-R7 −40°C to +85°C 1.82 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LAE 
ADP2108AUJZ-2.3-R7 −40°C to +85°C 2.3 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LAF 
ADP2108AUJZ-2.5-R7 −40°C to +85°C 2.5 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LAG 
ADP2108AUJZ-3.0-R7 −40°C to +85°C 3.0 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LD9 
ADP2108AUJZ-3.3-R7 −40°C to +85°C 3.3 5-Lead Small Outline Package [TSOT] UJ-5 LAH 
ADP2108-1.0-EVALZ  1.0 Evaluation Board for 1.0 V [WLCSP]   
ADP2108-1.1-EVALZ  1.1 Evaluation Board for 1.1 V [WLCSP]   
ADP2108-1.2-EVALZ  1.2 Evaluation Board for 1.2 V [WLCSP]   
ADP2108-1.3-EVALZ  1.3 Evaluation Board for 1.3 V [WLCSP]   
ADP2108-1.5-EVALZ  1.5 Evaluation Board for 1.5 V [WLCSP]   
ADP2108-1.8-EVALZ  1.8 Evaluation Board for 1.8 V [WLCSP]   
ADP2108-1.82-EVALZ  1.82 Evaluation Board for 1.82 V [WLCSP]   
ADP2108-2.3-EVALZ  2.3 Evaluation Board for 2.3 V [WLCSP]   
ADP2108-2.5-EVALZ  2.5 Evaluation Board for 2.5 V [WLCSP]   
ADP2108-3.0-EVALZ  3.0 Evaluation Board for 3.0 V [WLCSP]   
ADP2108-3.3-EVALZ  3.3 Evaluation Board for 3.3 V [WLCSP]   
ADP2108UJZ-REDYKIT   Evaluation Board for Fixed Output Voltage,  

1.2 V and 3.3 V [TSOT] 
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1 Z = RoHS 準拠製品 
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